Bundesministerium
fiir Bildung
und Forschung

Die Mightech Strategie i Deatschiand

Bauelemente aus Siliziumkarbid (SiC) fiir bessere
Stromversorgung von Industrieprozessen (MMPSiC)

Motivation

Steigende Preise machen den effizienten
Einsatz von Energie und Rohstoffen wichtig fur
die globale Wettbewerbsfahigkeit der deutschen
Industrie. Viele industrielle Prozesse sind sehr
energieintensiv und stellen hohe Anforderungen
an die Stromversorgung. Fir hohe Leistungen
und Frequenzen muss in diesen Anwendungen
immer noch Ro&hrentechnologie eingesetzt
werden. Selbst aktuelle Stromversorgungen
erreichen damit nur Wirkungsgrade bis 65 % bei
einem gleichzeitig hohen Materialeinsatz.

Ziele und Vorgehen

Ziel des Projektes ist die grundsatzliche Unter-
suchung und Bewertung der Schaltungskonzep-
te fir Prozessstromversorgungen mit hochsper-
renden SiC-Halbleitern, um die derzeit einge-
setzte Rohrentechnologie abzulésen. Dazu
werden grundlegende Arbeiten zur Aufbau- und
Verbindungstechnik von SiC-Leistungsmodulen
sowie zu geeigneten Ansteuer- und Schaltungs-
konzepten durchgefuhrt. Weiterhin werden auf
niederinduktiven SiC-Leistungsmodulen basie-
rende Baugruppen mit 25 kW Leistung entwi-
ckelt. Sechs davon werden in einem 150 kW-
Demonstrator zusammengeschaltet und dessen
Eignung fir den Einsatz in Stromversorgungen
mit Frequenzen bis 2,5 MHz untersucht. Dabei
kénnen im Idealfall mehrere Hundert Kilogramm
Kupfer und Eisen eingespart werden.

Innovationen und Perspektiven

Durch die Projektergebnisse soll das Innovati-
onspotenzial der Stromversorgung industrieller
Prozesse deutlich erhéht werden. Die dabei
angestrebte Halbierung der elektrischen Verlus-
te sowie deutlich kleinere und leichtere Baufor-
men wirken sich positiv auf Energieeffizienz und
Rohstoffbedarf des Gesamtsystems aus und
stellen einen klaren Wettbewerbsvorteil dar.
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Beispiel einer Prozessstromversorgungseinheit (rechts) — hier
zur Herstellung eines ca. 2 Meter langen Silizium-Einkristalls
(links). (Quelle: TRUMPF Huttinger GmbH & Co KG)
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Projektvolumen

1,23 Mio. € (davon 67 % Forderanteil durch BMBF)

Im Rahmen des Férderschwerpunktes ,Leistungselek-
tronik zur Energieeffizienz-Steigerung (LES) Teil 2:
Elektronik fur die Energie der Zukunft* geférdert
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